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　LHD 装 置 に おい て 、第 3 高調 波 に よる電子 サイ ク ロ トロ ン共鳴加熱は．加熱可能なカッ トオフ密度

を 高くで き るだ けでな く、閉じ込め磁場 2T で 中心加熱が可能 とな る利点を持 つ 。こ れ まで の LHD 実

験 にお い て 、そ の加熱の 実証 と吸収効 率 の評価 を行 っ て きて い る。
　第 4 サ イ クル実験 で は、吸収効 率 に対 す る 入射 ビーム の 焦点位置の 依 存性を調 ぺ た。磁場配位は磁

場強 度 2T、磁 気軸 3．75m とし、第 3高調 波 ECR を磁 気 軸上 に設定 した。タ
ー

ゲ ッ トプ ラ ズマ は 以前

と 同様に NBI の みによ っ て 生成 され、線平 均電子密度 1．5　x 　loigm
−3、中心電子温 度 く 1keV で あ っ た。

168GHz の 入 射 ピーム の 焦点位置 は 、赤道面 上 で 3．6m か ら3，8m にブ ラズマ シ ョッ トごとに 変化させ

た。吸収パ ワ
ー

は、ECH パル ス 開始時前後お よび、終了時前後にお ける プラズマ の 蓄 積エ ネルギ
ー

の

変 化 率の 違い よ り算出 した 。この よ うに して得 られ たパ ワ
ー

吸収率 の 焦点位 置依存性を 図 1 中の 白丸
と 黒丸で 示す。吸収 率 の 最大 値は、ECR 層で はな くむ しろ 少 し高磁 場側で達 成 され てい る。これ は．
相 対論 的 な効果 によ っ て 高磁場側に吸収の 領域が広が っ て い るた めと考 えられる 。
　これ ら の 振る舞 い を調 べ るため に、幾 何光 学近似 に基づ く軌道追跡計算に よっ て 吸収 の 様子 を調べ

祀

3D

　

2 

、

10

罸】
羣
8

奮

TdOe1   V

　 　 　 　 ．酬  V
　 　　 ＿．e．、
r
・’

；；．一．・・
r− 　

F

iECfi　ieye「

1

・
響

聞

 1
創 εCH   鰍 叩　つ

o
鰤 　　　3β　　 a65　　 a7　　 翫 75　　 a8 　　 3．65
　 　 　 　 　 Fo国 P加 贊 回

た ・計 算では・軌道 の 計算 に冷 た い プ ラ ズ マ 近似の 分散式を・吸収 の 計算に は相対諭的効果を含めた　図 1、 実験で 得 られ たパ ワ
＿
吸収率 を入 射 ビ＿

熱 い プ ラ ズマ で の 吸収率を使用 して いる・また・ビ
ー

ム は・ア ン テナを構成する最終 ミラ
ー

か らの ガ ム の焦 点位 贋 に 対して プ ロ ッ トして い る。吸収パ

ウシ ア ン 電磁波 ビ
ー

ム を径 方 向 に 10点、周 方向に 36 点に 分 割した軌道 の集 合体 と して 追跡 して い ワ
ー

はECII パ ル スの オ ン また は オ フ 時 前 後の ブ

る。電 子密度 分 布と して は 、ne （P）＝　ndi 　x （1− 〆）
2
の比 較的 平坦な分布 を．電子温 度分 布 としては．ラ ズマ 蓄積エ ネルギ

ー
の 変化率の違 い か ら 算出 し

Tc（ρ）＝TeO　x （1−〆）を仮 定 して い る。図の実線は 吸収率の ビーム焦点位置依存 性 を示 して い る 。実
て い る・白 丸が オ ン 時・黒丸 が オ フ 時で ある ・実

驪 繍 飆
る 欄 場側 に鋭 い ピ

ー
ク を持撒 全 体的・ 大・め で あ・・現 在詳 ・欄鞴難鰈

率
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　LHD の 第 5サ イ クル 実験 にお い て は 84GHz 帯 4本 と 168GHz 帯3本の ジ ャ イロ トロ

ン を用 い た プ ラ ズ マ 生 成加熱をス タート した 。今 サ イ クル は こ れ まで の伝送系に 加え、
1．25 イ ン チ の 真空導波 管伝 送系 お よびア ン テ ナ を 800kW 出力の ジャ イ ロ トロ ン を接続

して よ り大電入 射化 をは か る とと もに 、第 4サ イ ク ル 実験 までの ア ン テ ナ を改 良して 全

て の ア ン テ ナ 系にお い て 強収束 ビ ーム が直 接 LHD 内側 の 共鳴層 を加 熱で きる よ う に し

た 。右図は 磁気 軸 3．6m 磁気軸上平均 トロ イダル 磁場 2．883 テ ス ラ配位 に 対 して 新 設の ア

ン テ ナ の 目標 焦点位置 を 3．4m か ら3．65m まで 0．05m きざみ に ス キ ャ ン した場 合の 加熱

吸収分布の様 子 を示 して い る。こ の 例 で は ターゲ ッ トの プ ラ ズマ パ ラ メ ータ を中心 電子
温度 Ted＝1　hevの 急峻分布、電子密度 neO＝・1 × 10igm−s の平 坦分布 を仮 定した。 こ の よ

うに規格化小半径 ρで O．1の 範 囲 に ほ ぼ 全電力が吸収 させ られ る こ とが 予想 され る。こ

の 傾 向は 他 の ア ン テ ナ系統、168GHz に よ る 第二 高調波 にお い て も同様 で、磁気軸 3．5m
中心磁場 2．98T にの 配位 に お い て は磁 気軸 近傍 ρく 0．1 に 全入射電力を集中で きる こ と

に な る 。 実際に こ れ まで の 実験 にお い て 全入 射電 力 約 1．2　MW で nee ＝・O．5 × IOIem
−s

の プ ラズ マ に対 して トム ソ ン 散乱で 測定 した 中心 電子 温度 と してTdiRS7−8　keV が え ら れ

て い る。講 演 で は off −aXis 加熱 の 効 果を含 め たこ れ らの LHD にお け る 高電子温度 プラ

ズ マ の 閉 じ込 め特性 に つ い て も報告する予定で ある 。
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図 1： ray　tracing か ら予想 され る加 熱吸 収分布、磁気軸 3．6m 、軸
上 平均 ト ロ イダ ル磁場 2．S83T に 短 して 上側 ア ン テ ナ の焦 点位 置

をス キ ャ ン した 場合
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